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Abstract 



The detector comprises a sensor support, a sensor layer of semiconducting Ga203 whose electrical 
conductivity is influenced by chemisorption of gases, a contact electrode arrangement, a temp, gauge, 
heating and cooling elements to alter the temp, of the sensor layer. The sensor layer is electrically 
insulated on one surface of the sensor support, and the contact electrode arrangement measures the 
electrical conductivity of the sensor layer. 

The sensor support (31) pref. comprises a electrically non-conducting ceramic pref. AI203, BeO or MgO 
esp. AI203 with a diffusion barrier layer of BeO, Si02 or TIN. 
ADVANTAGE - The appts. is simple, compact and inexpensive. 
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@ Anordnung zum Nachweis von Gasen und Verfahren zum selektiven Nachweis mindestens eines in einem 
Gasgemisch enthaltenen Gases 

@) Zum selektiven Nachweis mindestens eines in einem 62 fil 

Gasgemisch enthaltenen Gases wird ein Gassensor mit einer _ o^y j^'^ 66 

Sensorschicht (62) aus einem halbleitenden Metailoxid, 
dessen elektrische Leitfahigkeit durch Chemisorption von 
Gasen mit einer gasspezifischen Reaktionszeit beeinflu&bar 
ist, verwendet. Die Betriebstemperatur des Gassensors wtrd 
variiert. Es wird der Zeitverlauf eines von der elektrischen 
Leitfahigkeit der Sensorschicht (62) abhangigen Signals 
ausgewertet. Die Sensorschicht (62) besteht insbesondere 
aus halbleitendem 63203. Der Gassensor ist insbesondere 
zum Nachweis von H^. Co. Kohlenwasserstoffen und Alko- 
hoten geeignet. 
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Beschreibung 

Anordnung zum Nachweis von Gasen und Verfahren 
zum selektiven Nachweis mindesicns eincs in einem 
Gasgemisch enthaltenen Gases. 5 

Zum Nachweis von Gasen werden Gassensoren auf 
der Basis halbleitender Metalloxide verwendet Gassen- 
soren insbesondere auf der Basis halbleitender 
GazOa-Dunnschichien sind in den europ^ischen Paten t- 
anmeldungen 9 01 12 7803 und 9 11 13 663^ (EP jo 
04 64 243 und EP 05 27 259) beschrieben. 

Diese Gassensoren beruhen auf einer Chemisorpdon 
reduzierender oder oxidierenden Gase an der Oberfl^- 
che des halbleitenden Metalloxids. speziell Ga203, mit 
anschliefiendem Ladungstransfer von dem absorbierten 15 
Gas in das Metalloxid 

Als Sensorsignal wird die elektrische Leitfahigkeit 
der Metalloxiddannschicht ge^dert, die bei konstanter 
Temperatur eine eindcutige Funktion der Konzentra- 
tion der zu detektierenden Gase ist Dazu wird der Gas- 20 
sensor im thermodynamischen Gleichgewichtszustand 
betrieben. Betriebstemperaturen liegen bei Verwen- 
dung von Ga203 vorzugsweise zwischen 300 und 600" C 
Die elektrische Leitfahigkeit der halbleitenden Metall- 
oxid-DQnnschichten wird uber Kontaktelektroden- 25 
strukturen gemessen^ die die Form von Interdigital- 
strukturen aufweisen. 

Aus DE 31 39 617 Al ist ein Gassensor bekannt, der 
als gasempfmdliche Schicht ein halbleitendes Metall- 
oxid umfaBt, dessen spezifischer Widerstand sich bei 30 
Einwirkung eines Gases andert Die haibleitende Me- 
talloxidschicht besteht insbesondere aus Zinkoxid und 
kann mit Aluminiumoxid dotiert sein. Der Sensor um- 
faSt eine Widerstandsheizbahn, mit der im Betrieb eine 
konstante Temperatur eingestellt wir± Femer umfafit 35 
der Sensor wahlweise einen Temperatursensor. mit dem 
die Betriebstemperatur genau Qberwacht werden kann. 

Aus DE 37 13 864 Al ist ein Verfahren zur Messung 
der relativen Luftfeuchtigkeit bekannt. Dazu wird ein 
Kondensationskdrper verwendei, der in seiner Oberfla- 40 
ch einen Temperaturfuhler und einen Beschiagsensor 
enthalt Der ICondensationskdrper wird durch Peltier- 
elemente so abgekilhit daB dieser beginnen^ mit der 
Raumtemperatur zu tieferen Temperaturen geiangt und 
schlieBIich den Taupunkt erreicht, der durch den Be- 45 
schlagsensor angezeigt wird. Aus der Taupunkttempe- 
ratur und der Umgebungstemperatur die mittels eines 
Umgebungstemperaturfuhlers festgestellt wird, wird 
der Wert der relativen Luftfeuchtigkeit ermittelt Durch 
Variation der Temperatur des Kondensationskorpers 50 
um den Taupunkt herum wird ein quasikontinuierliches 
MeBverfahren ermoglicht. 

Diese Gassensoren sprechen prinzipiell auf ein brei- 
tes Spektnim von Gasen an. Fur viele Anwendungsfalle 
ist es jedoch wtinschenswert, ein einzelnes Gas aus ei- 55 
nem Gasgemisch selektiv nachzuweisen. 

Der Erfmdung liegt das Problem zugrunde, eine An- 
ordnung zum Nachweis von Gasen unter anderem mit 
einer Sensorschicht aus einem halbleitenden Metalloxid 
anzugeben, mit der der selekdve Nachweis eines einzel- «> 
nen Gases in einem Gasgemisch mdgiich ist 

Der Erfindung liegt femer das Problem zugrunde, ein 
Verfahren zum selektiven Nachweis mindestens eines in 
einem Gasgemisch enthaltenen Gases untcr Verwen- 
dung eines Gassensors mit einer Sensorschicht aus ei- 65 
nem halbleitenden Metalloxid anzugeben. 

Dieses Problem wird erfrndungsgemftB geldst durch 
eine Anordnung nach Anspruch 1 sowie durch ein Ver- 
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fahren nach Anspruch 15. Ausgestaltungen der Erfin- 
dungen gehen aus den ubrigen Anspruchen hervor. 

Im Betrieb eines Gassensors mit einer Schicht aus 
halbleiiendcm GazOs, dessen elektrische Leitfahigkeit 
durch Chemisorption reduzierender oder oxidierender 
Gase beeinfluBbar ist, ist die Geschwindigkeit der Ein- 
stellung des thermodynamischen Gleichgewichts stark 
von der Gasart abhang^g. Dieses ist eine Folge der je 
nach Gas unterschiedlichen Aktivierungsenergie, die 
nach dem auf Lennard-Jones zuruckgehenden Model! 
der Chemisorption die Kinetik der Gleichgewichtsem- 
stellung bestimmt. 

In Fig. 1 ist als Beispiel eine Messung der elektrischen 
Leitfahigkeit G als Funktion der Zeit t dargestellt Die 
Messung erfolgie mit einer Anordnung zum Nachweis 
von Gasen mit einer Sensorschicht aus halbleitendem 
Ga203. Gemessen wurde die Leitfahigkeit eines H2 ent- 
haltenden Gasgemisches. Die Konzentration von H2 
wurde wahrend der Messung geandert. Die Konzentra- 
tion von H2 ist jeweils in Fig. 1 vermerkt. Aus Fig. 1 ist 
ersichtlich. daB das MeBsignal dem IConzentrations- 
wechsel mit einer sehr steilen Flanke folgt. 

In Fig. 2 ist als Beispiel eine Messung der elektrischen 
Leitfahigkeit G als Funktion der Zeit t dargestellt Die 
Messung erfolgte wiederum mit einem Gassensor mit 
einer Sensorschicht aus halbleitendem Ga203. In dem 
gemessenen Gasgemisch ist CO unterschiedlicher Kon- 
zentration enthalten. Die jeweiligen Konzentrations- 
werte des CO sind in Fig. 2 vermerkL Aus Fig. 2 ist 
ersichtlich, daB das MeBsignal bei einem Konzentra- 
tionswechsel des CO im Gasgemisch sich mit einer gro- 
Beren Zeitkonstante andert als dieses im Fall von H2 (s. 
Fig, 1) der Fall war. 

Dieser Unterschied in der Ansprechgeschwindigkeit 
ist auf einen Unterschied in den Reaktionsgeschwindig- 
keiten von H2 und CO bei der Chemisorption zuruckzu- 
fiihren. Unterschiede dieser Art sind auch bei Sensor- 
schichten aus anderen halbleitenden Metalloxiden be- 
obachtbar. Bei Verwendung von Ga203 und beim Nach- 
weis der Gase H2 und CO sind diese Unterschiede je- 
doch besonders ausgeprSgt Weitere Gasarten z. B. 
Kohlenwasserstoffe oder Alkohole zeigen wiederum 
andere Ansprechgeschwindigkeiten. 

Die Erfindung macht sich diesen Unterschied in den 
Ansprechgeschwindigkeiten beim Nachweis unter- 
schiedlicher Gase zunutze. Bei einem Wechsel der Be- 
triebstemperatur einer Sensorschicht aus halbleitendem 
Ga203 andert sich die Menge und der lonisationsgrad 
des chemisorbierten Gases, was wiederum Leitfahig- 
keitsanderungen bewirkt Die Kinetik dieser tempera- 
turinduzierten Andenmgen ist gasabhangig, so dafl eine 
Separation von Beitragen verschiedener Gase in dem 
Sensorsignal mOglich ist 

In dem erfindungsgemaflen Verfahren zum selektiven 
Nachweis mindestens eines in einem Gasgemisch ent- 
haltenen Gases wird die Betriebstemperatur des Gas- 
sensors daher variiert Der Zeitverlauf des Signals wird 
ausgewertet. Die Betriebstemperatur des Gassensors 
wird dabei mit einer Zeitkonstante variiert, die kleiner 
ist als die Zeitkonstante fur Anderungen in der Konzen- 
tration des Gasgemisches. Auf diese Weise wird ein mo- 
mentaner Wert der Gaskonzentration gemessen. 

Es ist besonders vorteilhaft, in dem Verfahren einen 
Gassensor mit einer Sensorschicht aus halbleitendem 
Ga203 zu verwenden, da in diesem Material der ausge- 
nutzte Effekt bes nders groB ist Unter Verwendung 
von einem Gassensor mit einer Sensorschicht aus 
Ga203 ist das Verfahren zum selektiven Nachweis von 
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Wasserstoff in einem H2 und CO enthahenden Gemisch 
gut geeignet 

Es liegt im Rahmen der Erfindung, die Betriebstempe- 
ratur des Gassens rs sprunghaft zu erhohcn. Der Zeit- 
verlauf des Signals wird regisiri rt und z. B. nach Art 5 
einer Fourier-Transformation, insbesondere einer 
schnellen Fourier-Transformation (FFT), ausgewertet. 
Die Erhohung der Betriebstemperatur des Gassensors 
muB in diesem Fall schnell sein gegen die Reaktionszei- 
ten der nachgewiesenen Gase. Die Auswertung des 10 
Zeitvertaufs des Signals erfolgt z. B. durch eine elektro- 
nische Bearbeitung des registrierten Zeitverlaufs. Dies 
erfolgt insbesondere mit einer Auswerteelektronik in 
Form eines 1-Chip-Mikrocomputers. auf dem z. B. eine 
schnelle Fourier-Transformation (FFT) realisiert ist 1 5 

GemaB einer Ausfiihrungsform der Erfmdung wird 
die Betriebstemperatur des Gassensors periodisch ge- 
andert, so daB das Signal eine periodische Schwingung 
aufweist Die Periodendauer der periodischen Ande- 
rung der Betriebstemperatur ist dabei vorzugsweise 20 
grdBer als die Reaktionszeit des Gases mit der groBten 
Reaktionsgeschwindigkeit und kleiner als die Reak- 
tionszeit des Gases mit der nachst kJeineren Reaktions- 
geschwindigkeit Die periodische Schwingung des Si- 
gnals ist in diesem Fall nur durch die Reaktion des Gases 25 
mit der gr^Bten Reaktionsgeschwindigkeit bedingt. Der 
Effekt durch Gase mit geringerer Reaktionsgeschwin- 
digkeit wird bedingt durch die entsprechend gew^hlte 
Periodendauer unterdruckt 

Bei der selektiven Messung von H2 in einem Gasge- 30 
misch, das H2 und CO enthait, wird z. B. bei einer Peri- 
odendauer von 1 Minute, einer Grundbetriebstempera- 
tur von 600° C und einem Temperaturhub der peri- 
odischen Anderung der Betriebstemperatur von 
+/ — 5**C ein Signal mit einem periodischen Verlauf ge- 35 
messen, die allein auf die Reaktion des H2 zuruckgeht 
Die Reaktion des CO ist unterdruckt Durch Auswer- 
tung der Amplitude des periodischen Verlaufs des Si- 
gnals wird die Konzentration des Gases mit der groBten 
Reaktionsgeschwindigkeit gemessen. Unter Amplitude 40 
ist dabei die maximale Auslenkung des Signals zu ver- 
stehen. 

Es liegt weiterhin im Rahmen der Erfindung, bei der 
Messung zwei Gassensoren zu verwenden, die beide 
eine Sensorschicht aus halbleitendem Ga203 aufweisen. 45 
Der eine Gassensor wird mit einer periodischen Ande- 
rung der Betriebstemperatur wie oben erlautert betrie- 
ben. Der andere Gassensor wird im thermodynamischen 
Gleichgewicht betrieben. Auf diese Weise wird neben 
der Konzentration des Gases mit der grdBten Reak- so 
tionsgeschwindigkeit z. B. H2. auch die Konzentration 
des gesamten Gasgemisches, z. B. H2 und CO gemessen. 
Durch Differenzbildung der Konzentrationen kann er- 
mittelt werden, wie hoch die Konzentration des Gasge- 
misches ohne das Gas mit der hOchsten Reaktionsge- 55 
schwindigkeit ist Wird ein Gasgemisch gemessen, das 
nur zwei Komponenten enthdit, kdnnen auf diese Weise 
die Konzentrationen beider Komponenten gemessen 
werden. Dieses ist z. B. bei der Messung des Gasgemi- 
sches H2 und CO besonders interessant^ da CO wegen eo 
der langsameren Reaktion gegeniiber H2 in dem Ver- 
fahren mit periodischer Anderung der Betriebstempera- 
tur nicht meBbar ist 

Das Verfahren mit periodischer Anderung der Be- 
triebstemperatur hat jedoch den Vorteil, daB keine ab- 65 
solute Grdfie des Signals des Gassensors gemessen wer- 
den muB. Da als MeBgrdBe fiir die Konzentration nur 
die Amplitude der periodischen Schwingung des Signals 
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eingeht ist es ausreichend. prozemuale Anderungen des 
Sensorsignals zu messea Das hat den Vorteil, daB keine 
exakte Regelung der Betriebstemperatur des Sensors 
notig ist wie dies beim Betrieb im thermodynamischen 
Gieichg wicht der Fall ist AuBerdem kdnnen ferti- 
gungs- und alterungsbedingte Abweichungen des Abso- 
lutwertes der Leitfahigkeit des Gassensors toleriert 
werden. 

Die erfmdungsgem^Be Anordnung zum Nachweis 
von Gasen umfaBt neben einem Sensortrager, einer 
Sensorschicht aus halbleitendem Ga203, dessen elektri- 
sche Leitf^igkeit durch Chemisorption reduzierender 
Oder oxidierender Gase beeinfluBbar ist einer Kontakt- 
elektrodenanordnung und einem Temperaturfuhler eine 
Heizstruktur und eine KQhlstniktur. Mit Hilfe der Heiz- 
struktur und der Kuhlstruktur werden die Temperatur- 
anderungen, die zur Durchfuhrung des erfindungsgema- 
Ben Verfahrens erforderiich sind, realisiert 

Der Sensortrager besteht z. B. aus elektrisch nichtlel- 
tender Keramik, wie AItOs, BeO oder MgO oder aus 
einem mit einer isolierenden Schicht verschencn Sili- 
ziumsubstrat Die Verwendung eines Siliziumsubstrats 
als Sensortrager ist vorteilhaft da der Gassensor dann 
in Siliziumtechnologie billig herstellbar ist 

Es liegt im Rahmen der Erfmdung, als Sensortrager 
ein Siliziumsubstrat zu verwenden, des eine Aussparung 
aufweist ubcr die eine elektrisch nichtleitende Mem- 
bran gespannt ist Die Sensorschicht ist in diesem Fall 
auf der nichtleitenden Membran angeordnet Diese An- 
ordnung weist eine geringe Warmekapazitdt auf. so daB 
sie zum Betrieb mit schnellen Temperaturandcrungen 
bei geringen benotigten Heizleistungen besonders ge- 
eignet ist 

Die Heizstruktur kann an der ersten Oberflache des 
SensortrSgers seitlich der Sensorschicht angeordnet 
sein. Diese Anordnung hat den Vorteil, einfach herstell- 
bar zu sein. Die Heizstruktur kann andererseits an einer 
der ersten Oberflache des Sensortrager gegenuberlie- 
genden Oberflache unterhalb der Sensorschicht ange- 
ordnet sein. In diesem Fall erfolgt eine direkte Behei- 
zung der Sensorschicht Die Anordnung ist zwar auf- 
wendiger herzustellen, weist aber eine hdhere Empfind- 
lichkeit auf. Als Heizstruktur ist insbesondere eine elek- 
trische Widerstandsheizung in Form eines Dickschicht- 
Oder Dunnfilmwiderstandes geeignet 

Es liegt im Rahmen der Erfmdung, als Kuhlstruktur 
ein Peltierelement zu verwenden, das auf dem Sensor- 
trager in der Nahe der Sensorschicht angeordnet ist 
GemaB einer anderen Ausfahrungsform der Erfindung 
umfaBt die KQhistruktur mindestens ein Kahlblech, das 
in der Nahe der Sensorschicht mit deni Sensortrager 
thermisch verbunden ist Im Betrieb wird die Anord- 
nung so positioniert daB das KOhlblech in ein verglichen 
mit dem zu messenden Gasgemisch kQhleres Warmere- 
servoir. z. B. Aufienluft bei Einsatz des Sensors im Ver- 
brennungstrakt gerichtet wird. 

Zur empfindiichen Messung der elektrischen Leitfa- 
higkeit der Sensorschicht ist es besonders vorteilhaft, 
die Kontaktelektrodenanordnung als Interdigitaistruk- 
tur auszubilden, die in die Sensorschicht eingebettet ist 
In diesem Fall ist der Sensorwiderstand gut meBbar. 

Die erfmdungsgemaBe Anordnung ist einfach, kom- 
pakt und kostengunstig aufgebaut Mit der erfindungs- 
gemaBen Anordnung ist ein selektiver Gasnachweis 
mdglich, ohne daB dafur komplizierte und stdranfailige 
Aufbauten eines Sensorarrays ndtig waren. 

Im folgenden wird die Erfmdung anhand der Figuren 
und der Ausfilhrungsbeispieie naher erlautert 
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Fig. 1 und Rg- 2 zeigt Messungen der elektrischen 
Leitfahigkeit G in Abhangigkeit der Zeit t in Gasgemi- 
schen bei einer Variation des darin enthaltenen H2 
(Fig. l)b2w.CO(Fig.2). 

Fig. 3 zeigt eine erfindungsgemaBe Anordnung mit 5 
einem massiven Sensortrager. 

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch die in Fig. 3 gezeigt 
Anordnung. 

Fig. 5 zeigt eine Anordnung mit einer Sensorschicht 
auf einer Membran, bei der die Heiz- und Kuhlstruktur 10 
auf der ersten Oberflache angeordnet ist 

Fig. 6 zeigt eine Anordnung mit einer Membran, bei 
der die Heizstruktur und die Kuhlstruktur auf einer der 
ersten Oberflachen gegenuberliegenden Oberflache an- 
geordnet sind ,5 

Auf einem Subsuat 31 ist eingebettet in eine Sensor- 
schicht 32 eine Interdigitalstruktur 33 angeordnet (s. 
Fig. 3 und Fig. 4). Das Substrat 31 besteht z. B. aus eiek- 
trisch nichl leitender Keramik wie z, B. AI2O3, BeO oder 
MgO Oder aus einem mit einer elektrisch isolierenden 20 
Schtcht versehenen Siliziumsubstrat Die Sensorschicht 
32 besteht aus halbleitendem GaTOa. Die Kontaktelek- 
trodenanordnung 33 umfafit parallel angeordnete Stege 
aus leitfahigem Material die jeweils abwechselnd mit 
parallelen, senkrecht zu den Stegen verlaufenden Zulei- 25 
tungen 34 verbunden sind. Auf diese Weise bilden die 
Kontaktelektrodenanordnung 33 und die Zuleitungen 
34 Interdigitalstrukturen, die kammfdrig ineinander ge- 
schoben sind. An einer der Sensorschicht 32 gegenuber- 
liegenden Oberflache des Substrats 31 ist im Bereich der 30 
Sensorschicht eine Heizstruktur 35 angeordnet Die 
Heizstruktur 35 besteht z. B. aus einer elektrischen Wi- 
derstandsheizung, die in Dunnfilm technologic ausge- 
fiihrt ist Die Heizstruktur 35 wird uber eine Zuleitung 
36 elektrisch beheizt Mit dem Sensortrager 31 verbun- 35 
den ist eine Kuhlstruktur 37. Die KQhlstruktur 37 ist an 
dem Sensortrager 31 in der Nahe der Sensorschicht 32 
angeordnet Die Kuhlstruktur 37 besteht aus einem 
Kuhlblech, das bei Betrieb des Sensors in ein kuhleres - 
Warmereservoir gerichtet wirdl Auf der ersten Oberfla- 40 
che des Sensortragers 31, auf der die Sensorschicht 32 
angeordnet ist, ist auBerhalb der Kontaktelektrodenan- 
ordnung 33 ein Thermoelement 38 mit Zuleitungen 39 
angeordnet Ober das Thermoelement 38 wird die Be- 
triebstemperatur der Anordnung iibenvacht 45 

Ein Siliziumsubstrat 51 mit einer Aussparung 511 ist 
so mit einer Membran 512 versehen, daU die Membran 
512 oberhalb der Aussparung 511 eine freitragende 
Schicht bildet (s. Rg. 5). Die Membran 512 besteht z. B. 
aus Si3N4. Auf der Membran 512 ist oberhalb der Aus- 50 
sparung 511 eine Sensorschicht 52 angeordnet in die 
eine Kontaktelektrodenanordnung 53 eingebettet ist 
Die Kontaktelektrodenanordnung 53 weist z. R eine In- 
terdigitalstruktur auf und besteht z. B. aus Platin-Dunn- 
schicht Oder Gold-Dunnschicht Die Sensorschicht 52 55 
besteht z. R aus GaaOa. 

S itlich der Sensorschicht 52 ist auf der Membran 512 
eine Heizstruktur 55 und eine Kuhlstruktur 57 angeord- 
net Die Heizstruktur 55 umfaBt z. B. eine elektrische 
Widerstandsheizung. Die KOhlstrukturen 57 bestehen eo 
z. B. aus Peltier-Elementen. Die Heizstrukturen 55 und 
die Kuhlstrukturen 57 sind oberhalb der Aussparung 
51 1 auf der Membran 512 angeordnet Die Kontaktelek- 
trodenanordntmg 53 ist Ober Zuleitungen 54 kontaktier- 
bar. g5 

Ein Siliziumsubstrat 61 ist mit einer Aussparung 611 
versehen, Qber die eine elektrisch nicht leitende Mem- 
bran 612 gespannt ist Die elektrisch nicht leit nde 
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Membran 612 besteht z. B. aus Si3N4. Oberhalb der Aus- 
sparung 611 bildet die Membran 612 eine freitragende 
Schicht Auf der Membran 612 ist oberhalb der Ausspa- 
rung 611 eine Sensorschicht 62 angeordnet in die eine 
Kontaktelektrodenanordnung 63 eingebettet ist Die 
Sensorschicht 62 besteht aus Ga203. Die Kontaktelek- 
trodenanordnung 63 weist z. B. eine Interdigitalstruktur 
auf und ist uber Zuleitungen 64 kontaktierbar. Die Kon- 
taktelektrodenanordnung 63 besteht z. B. aus Platin- 
Dunnschicht oder Gold-Dunnschicht Auf einer der Sen- 
sorschicht 62 abgewandten Oberflache der Membran 
612 sind Heizstrukturen 65 und KQhlstrukturen 66 ange- 
ordnet Die Heizstrukturen 65 umfassen z. B. eine Wi- 
derstandsheizung, die uber eine Zuleitung 66 gespeist 
wird. Die Kuhlstrukturen 67 bestehen z. B. aus Peltier- 
Elementen, die jeweils zwischen benachbarten Teilen 
der Heizstrukturen 65 angeordnet sind (s. Rg. 6). Diese 
Anordnung der Heizstrukturen 65 und der Kuhlstruktu- 
ren 67 stellt sowohl eine gleichmaBige Aufheizung als 
auch eine gleichmaBige Abkuhlung der Sensorschicht 
62 im Betrieb der Anordnung sicher. 

Paientanspriiche 

1. Anordnung zum Nachweis von Gasen 

— mit einem Sensortrager, 

— mit einer Sensorschicht aus halbleitendem 
Ga203. dessen elektrische Leitfahigkeit durch 
Chemisorption von Gasen beeinflufibar ist 

— mit einer Kontaktelektrodenanordnung, 

— mit einem Temperaturf uhler, 

— mit einer Heizstruktur und einer Kuhlstruk- 
tur zur Anderung der Temperatur der Sensor- 
schicht bei der die Sensorschicht elektrisch 
isoliert an einer ersten Oberflache des Sensor- 
tragers angeordnet ist 

— bei der die Kontaktelektrodenanordnung 
zur Messung der elektrischen Leitfahigkeit an 
der Sensorschicht angeordnet ist 

2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der der Sensor- 
trager (31) aus elektrisch nicht leitender Keramik 
besteht 

3. Anordnung nach Anspruch 2, bei der der Sensor- 
trager (31) aus AI2O3, BeO oder MgO besteht 

4. Anordnung nach Anspruch 2, bei der der Sensor- 
trager (31) aus AI2O3 besteht und mit einer Diffu- 
sionssperrschicht aus BeO, Si02 oder TiN bedeckt 
ist 

5. Anordnung nach Anspruch 1, bei der der Sensor- 
trager (31) ein mit einer isolierenden Schicht verse- 
henes Siliziumsubstrat ist und bei dem die Sensor- 
schicht (32) auf der isolierenden Schicht angeordnet 
ist 

6. Anordnung nach Anspruch 1, bei der der Sensor- 
trager ein Siliziumsubstrat (51. 61) umfaBt, das eine 
Aussparung (511, 611) aufweist Uber die eine elek- 
trisch nicht leitende Membran (512, 612) gespannt 
ist und bei dem die Sensorschicht (5Z 62) auf der 
nichtleitenden Membran (512, 612) oberhalb der 
Aussparung (51 1, 61 1) angeordnet ist 

7. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 6, bei 
der die Kontaktelektrodenanordnung (33, 53, 63) 
eine Interdigitalstruktur aufweist 

8. Anordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis 7, bei 
der die Kontaktelektrodcnstruktur (33.53. 63) in die 
Sensorschicht (32, 52, 62) ingebettet ist 

9. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, bei 
der die Heizstruktur (55) an der ersten Oberflache 
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des Sensortragers seitlich der Kontaktelektrode- 
nanordnung(33) angeordnet ist. 

10. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
bei der di Heizstruktur (35. 65) an einer der ersten 
Oberflache des Sensortragers gegeniiberliegenden 5 
Oberflache unierhalb eines Berelches angeordnet 
ist, innerhalb dessen an der ersten Oberflache die 
IContakielektrodenanordnung (33, 63) angeordnet 
isL 

1 1. Anordnung nach Anspnich 9 oder 10, bei der die 10 
Heizstruktur (35. 55. €5) als eiektrische Wider- 
standsheizung in Form eines Dunnfilmwiderstands 
ausgebildet ist. 

1 2. Anordnung nach Anspnich 9 oder 10, bei der die 
Heizstruktur (35, 55, 65) als eiektrische Wider- 15 
standsheizung in Form eines Dickschichtwiderstan- 
des ausgebildet ist 

13. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
bei der die Kuhlstruktur (57, 67) mindestens ein 
Peltier- Element umfaBt das auf dem Sensortrager 20 
in der Nahe der Sensorschicht (5Z 62) angeordnet 

ist 

14. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
bei der die Kuhlstruktur (37) mindestens ein Kuhl- 
blech umfaBt, das in der Nahe der Sensorschicht 25 
(32) mit dem Sensortrager (31) verbunden ist 

15. Verfahren zum selektiven Nachweis mindestens 
eines in einem Gasgemisch enthaltenen Gases un- 
ter Verwendung eines Gassensors mit einer Sen- 
sorschicht aus halbleitendem GajO% dessen elektri- 30 
sche Leitfahigkeit durch Chemisorption von Gasen 
mit gasspezifischer Reaktionszeit beeinfluBbar ist^ 
einer Kontaktelektrodenanordnung zur Messung 
eines von der elektrischen Leitfahigkeit der Sensor- 
schicht abhangigen Sensorsignals und einer Heiz- 35 
struktur zur Heizung des Gassensors auf eine Be- 
triebstemperatur, die auf einem Sensortrager ange- 
ordnet sind, bei dem die Betriebstemperatur des 
Gassensors variiert wird und bei dem der Zeitver- 
lauf des Sensorsignals ausgewertet wird 40 

16. Verfahren nach Anspnich 15. bei dem die Be- 
triebstemperatur des Gassensors sprunghaft er- 
hoht wird und bei dem der Zeitverlauf des Sensorsi- 
gnals registriert und nach Art einer Fourier-Trans- 
formation ausgewertet wird. 45 

1 7. Verfahren nach Anspruch 15. 

— bei dem die Betriebstemperatur des Gas- 
sensors periodisch geandert wird, so da6 das 
Sensorsignal einen periodischen Verlauf auf- 
weist so 

— bei dem die Periodendauer der peri- 
odischen Anderung der Betriebstemperatur 
grdBer ist als die Reaktionszeit des Gases mit 
der gr6Bten Reaktionsgeschwindigkeit und 
kleiner ist als die Reaktionszeit des Gases mit 55 
der HiLchst kleineren Reaktionsgeschwindig- 
keit. 

— bei der der periodische Verlauf des Sensor- 
signals ausgewertet wird, 

— bei der die Amplitude des periodischen Ver- eo 
laufs des Sensorsignals zur Messung der Kon- 
zentration des Gases mit der grODten Reak- 
tionsgeschwindigkeit vcrwendet wird. 

18. Verfahren nach Anspnich 17, 

— bei dem ein weiterer Gassensor mit einer 
Sensorschicht aus einem halbleitendem Ga203 
dessen eiektrische Leitfahigkeit durch Chemi- 
sorption von Gasen beeinfluBbar ist, einer 
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Kontaktelektrodenanordnung zur Messung ei- 
nes von der elektrischen Leitflhigkeit der Sen- 
sorschicht abhangigen Signals und einer Heiz- 
struktur zur Heizung des Gassensors auf eine 
Betriebstemperatur, die auf einem Sensortra- 
ger angeordnet sind, verwendet wird. 

— bei dem der weitere Gassensor im thermo- 
dynamischen Gleichgewicht zur Messung der 
Konzentration des Gasgemisches betrieben 
wird, 

— bei dem durch Differenzbildung die Kon- 
zentration des Gasgemisches ohne das Gas mit 
der groBten Reaktionsgeschwindigkeit ermit- 
telt wird. 
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